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三次元ディスプレイやカイラル分子分析、量子情報通信など広い分野で利用されている光の円

偏光は、一般的に偏光子と波長板を使って得られる。この円偏光生成システムの小型化や高効率

化を目指して、円偏光を直接出射する方法が検討され、円偏光と同様のカイラリティをもつ三次

元フォトニック結晶（PhC）を用いた円偏光共振器が、液晶において実現されてきた[1-3]。我々

もこれまでに、電気的な接続も可能となる半導体材料を用いて同様の円偏光共振器を実現してき

た[4]。しかし、試料作製における SEM 観察下でのマイクロマニピュレーション法では、照射す

る電子による内部発光体（量子ドット）の劣化などの欠点もある。そこで本研究では、このよう

な欠点を補うことを目的に最近開発した、光学顕微鏡観察下でのマイクロマニピュレーション法

を用いて、面欠陥構造を含む半導体カイラル PhCを作製し、円偏光共振器モードを観測した。 

試料は、ストライプパターンを面内方向に 60○ずつ回転させた 3種類の GaAs薄膜と、量子ドッ

トを埋め込んだ等方的な GaAs 薄膜を、マイクロマニピュレーション法によって順番に積層して

作製した（Fig. (a), (b)）。らせん周期数は面欠陥層の上下にそれぞれ 3周期で、そのカイラリティ

はいずれも左巻きである。このカイラル PhC内の量子ドットに対して、低温顕微フォトルミネッ

センス測定を行ったところ、波長 1130 - 1220 nmの範囲で左回り円偏光のバンドギャップが観測

された。さらにそのバンドギャップ内において、波長 1160nm で円偏光共振器モードを示唆する

ピークを観測した（Fig. (c)）。得られた共振器の Q値は~ 390であり、SEM観察下でのマイクロマ

ニピュレーション法で作製した場合と同程度の円偏光共振器特性を得た。 

Fig. (a) Schematic diagram of the chiral PhC containing a planar defect. (b) SEM image of the fabricated chiral PhC. (c) 

Degree of circular polarization as a function of the emission wavelength.  
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